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露光マスクの切 り替 え時間 を短縮 で きる露光装置 を提供 す る。露光装置 （1 ) は、基板 （1 0 ) と、
露光光 （L ) を透過 す る露光パ ター ン （4 1 ~ 4 4 ) が複 数形成 され 、露光パ ター ン （4 1 ~ 4 4 ) を
介 して基板 （1 0 ) に露光光 （L ) を照射 す る露光マスク （4 0 ) とを備 える。基板 （1 0 ) は、第一
の照射領域 （1 6 ) と、第一の照射領域 （1 6 ) に対 し露光時 に基板 （1 0 ) が移動す る移動方 向 （D

) の後 方側 に設 け られ た第二の照射領域 （1 8 ) とを有す る。基板 （1 0 ) を移 動 しなが ら露光パ
ター ン （4 1 ) を介 して第一の照射領域 （1 6 ) を露光 し、第一の照射領域 （1 6 ) の露光終 了後 、基
板 （1 0 ) の移 動 を継続 しなが ら露光マス ク （4 0 ) を移 動 して露光パ ター ン （4 1 ) か ら露光パ ター
ン （4 2 ) へ の切 り替 えを行な い、基板 （1 0 ) の移 動 を継続 しなが ら露光パ ター ン （4 2 ) を介 して
第二の照射領域 （1 8 ) を露光す る。



明 細 書

発明の名称 ：露光装置および露光マスク

技術分野

[0001 ] 本発明は、露光装置および露光マスクに関 し、特 に、露光マスクに描画さ

れたパターンを基板 に転写する露光装置、および、その露光装置に好適に用

い られる露光マスクに関する。

背景技術

[0002] 露光マスク装置に関 し、従来、各製造工程の各露光工程 に必要な複数個の

描画パターンを同一のマスクに搭載 し、各露光工程で必要な描画パターンを

選択 し、かつその他のプロックのパターンは遮光 して露光する装置が提案さ

れている （たとえば、特開 2 0 0 3 — 2 1 8 9 2 号公報 （特許文献 1 ) 参照

)

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献 1 ：特開 2 0 0 3 _ 2 1 8 9 号公報

発明の概要

発明が解決 しょうとする課題

[0004] 特開 2 0 0 3 _ 2 1 8 9 号公報 （特許文献 1 ) に記載の装置では、複数

個の描画パターンが一枚のマスクに形成 されていることか ら、一枚のマスク

を複数の露光工程 に使用可能 と し、マスクの枚数 を低減 している。 しか し、

—枚のマスクに二次元的に複数の描画パターンが形成 されているため、描画

パターンの切 り替えに時間を要する場合がある。そのため、露光される対象

の基板の移動を止めることな く描画パターンを切 り替えることが困難であ り

、生産効率 を向上できない問題があった。

[0005] 本発明は上記の課題 に鑑みてなされたものであ り、その主たる目的は、露

光マスクの切 り替え時間を短縮できる、露光装置を提供することである。 ま

た、本発明の他の目的は、その露光装置に好適に用い られる露光マスクを提



供することである。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明に係 る露光装置は、平板形状の基板 と、基板 を搭載 し、基板 を基板

の面方向に移動させるステージと、基板 に照射される露光光を発生する光源

と、露光光を透過する露光パターンが複数形成 され、露光パターンを介 して

基板 に露光光を照射する露光マスクと、露光マスクを基板 に並行に移動させ

るマスク駆動部 と、 を備える。基板は、第一の照射領域 と、第一の照射領域

に対 し露光時に基板が移動する方向の後方側 に設けられた第二の照射領域 と

を有する。露光パターンは、第一パターンと、第一パターンと異なる第二パ

ターンとを含む。ステージにより基板 を移動 しなが ら第一パターンを介 して

第一の照射領域 を露光 し、第一の照射領域の露光終 了後、基板の移動を継続

しなが ら露光マスクを移動 して第一パターンか ら第二パターンへの切 り替え

を行ない、基板の移動を継続 しなが ら第二パターンを介 して第二の照射領域

を露光する。 ここで、基板の面方向とは、平板形状の基板の表面および裏面

の延びる方向であって、基板の厚 さ方向に直交する方向をいう。

[0007] 上記露光装置において、第一パターンか ら第二パターンへの切 り替え中に

第二の照射領域の露光を開始 してもよい。 または、上記露光装置において、

第—パターンか ら第二パターンへの切 り替え終 了後 に第二の照射領域の露光

を開始 してもよい。

[0008] 本発明に係 る露光マスクは、上記のいずれかの局面の露光装置に用い られ

る露光マスクであって、露光パターンは、露光マスクの移動方向に複数並べ

られている。

[0009] 上記露光マスクにおいて、第二パターンは、第一パターンに対 し、基板の

露光処理中の移動方向の後方側 に設けられていてもよい。

[001 0] 上記露光マスクにおいて、露光パターンは、露光マスクの移動方向に直交

する方向に延びるように形成 されてお り、第一パターンと第二パターンとの

間には、露光光を遮蔽する遮蔽領域が、露光マスクの移動方向に直交する方

向に延びるように形成 されていてもよい。



発明の効果

[001 1] 本発明の露光装置によると、露光マスクの切 り替え時間を短縮でき、生産

効率を向上することができる。

図面の簡単な説明

[001 2 ] [ 図 1] 露光装置の構成の概略を示す模式図である。

[ 図2] 露光装置内で露光される基板 と露光マスクとの関係を示す模式図である

[ 図3] 基板の露光処理に用いられる露光マスクの概略構成を示す模式図である

[ 図4 ] 実施の形態 1 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 1 の模式図である

[ 図5] 実施の形態 1 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 2 の模式図である

[ 図6] 実施の形態 1 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 3 の模式図である

[ 図7] 実施の形態 1 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 4 の模式図である

[ 図8] 実施の形態 1 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 5 の模式図である

[ 図9] 実施の形態 1 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 6 の模式図である

[ 図 10] 実施の形態 2 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 1 の模式図であ

る。

[ 図 11] 実施の形態 2 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 2 の模式図であ

る。

[ 図 12] 実施の形態 2 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 3 の模式図であ

る。

[ 図 13] 実施の形態 2 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 4 の模式図であ



る。

[ 図14] 実施の形態 2 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 5 の模式図であ

る。

[ 図15]実施の形態 2 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 6 の模式図であ

る。

[ 図16] 実施の形態 3 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 1 の模式図であ

る。

[ 図17] 実施の形態 3 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 2 の模式図であ

る。

[ 図18] 実施の形態 3 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 3 の模式図であ

る。

[ 図19] 実施の形態 3 の露光パターンの切 り替え状況を示す第4 の模式図であ

る。

[ 図20] 実施の形態 3 の露光パターンの切 り替え状況を示す第 5 の模式図であ

る。

発明を実施するための形態
[001 3] 以下、図面に基づいてこの発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図

面において、同一または相当する部分には同一の参照番号を付 し、その説明

は繰返さない。

[0014] (実施の形態 1 )

図 1 は、露光装置 1 の構成の概略を示す模式図である。露光装置 1 は、た

とえば、光配向膜材料に紫外線を照射するための装置として用いられる。図

1 に示すように、露光装置 1 は、平板形状の基板 1 0 を搭載するステージ2

0 と、基板 1 0 に照射される露光光 L を発生する光源 3 0 と、基板 1 0 に転

写される所定のパターンが形成された露光マスク4 0 と、露光マスク4 0 を

保持するマスク駆動部 5 0 とを備える。露光装置 1 は、ステージ2 0 上に載

置された基板 1 0 に露光マスク4 0 を介 して、光源 3 0 で発生する露光光 L

を照射する。これにより露光装置 1 は、基板 1 0 の表面に設けられた第一お



よび第二の照射領域 1 6 ， 8 に所定のパ ター ンを転写 す る。

[001 5] 図 1 に示 す右 向 きの矢印は、 ステージ 2 0 の移動方 向、 すなわち、 ステ一

ジ 2 0 上 に載置 された基板 1 0 の移動方 向 D R 1 を示 す。 ステージ 2 0 は、

基板 1 0 の面方 向 に延び る一直線 に沿 う方 向 に、基板 1 0 を移動 させ る。 図

1 に示 す左右方 向の両矢印は、露光 マス ク 4 0 の移動方 向 D R 2 を示 す。 マ

ス ク駆動部 5 0 は、本体部 5 1 と、駆動軸 5 2 と、 マス ク保持部 5 3 とを含

む。本体部 5 において発生 した駆動力が、駆動軸 5 2 を介 してマス ク保持

部 5 3 に伝達 され、 マス ク保持部 5 3 は図中左右方 向 に往復移動 す る。 マス

ク保持部 5 3 の移動 に伴 い、 マス ク保持部 5 3 の下面 に保持 された露光 マス

ク 4 0 は、移動方 向 D R 2 に往復移動 す る。露光 マス ク 4 0 の移動方 向 D R

2 は、基板 1 0 の移動方 向 D R に対 し平行 であ る。

[001 6] 基板 1 0 はステージ 2 0 に搭載 され、露光 マス ク 4 0 は基板 1 0 の上方 に

基板 1 0 に対 向 して配置 されている。露光装置 1 はマス ク保持部 5 3 を有 し

、基板 1 0 の露光処理 のため に用 い られ る露光 マス ク 4 0 は、 マス ク保持部

5 3 に取 り付 け られている。光源 3 0 か ら露光 マス ク 4 0 を介 して基板 1 0

に露光光 L を照射 す る ことによ り、基板 1 0 の露光処理 が行 なわれ る。露光

光 L は、 た とえば紫外光 であ って もよ く、 その場合、光源 3 0 は紫外光 を発

生す る紫外光源 であ る。露光光 L は、基板 1 0 の表面 に対 し垂 直 に照射 され

て もよ く、 または基板 1 0 の表面 に対 し傾斜 して照射 されて もよい。

[001 7] 露 光装置 1 は また、制御部 8 0 を備 える。制御部 8 0 は、光源 3 0 に対 し

制御信号 C を伝送 し、光源 3 0 か らの露光光 L の照射 または停止 を制御 す

る。制御部 8 0 は、 マス ク駆動部 5 0 に制御信号 C 2 を伝送 し、移動方 向 D

R 2 に沿 う露光 マス ク 4 0 の移動 を制御 す る。制御部 8 0 は、 ステージ 2 0

に制御信号 C 3 を伝送 し、移動方 向 D R に沿 う基板 1 0 の移動 を制御 す る

[001 8] 図 2 は、露光装置 1 内で露光 され る基板 1 0 と露光 マス ク 4 0 との関係 を

示 す模 式図であ る。 図 2 には、平面視 された一枚 の基板 1 0 が図示 されてお

り、複数 の露光 マス ク 4 0 によ り構成 され るマス ク群 の、基板 1 0 に対 す る



配列が示 されている。露光マスク 4 0 は基板 1 0 に対 して小 さ く、複数 の露

光マスク 4 0 を並べて配置することによ り、基板 1 0 全体の露光処理 が実施

され る。 なお、複数 の露光マスク 4 0 を含むマスク群 に限定 され るものでは

な く、単一の露光マスクによ り基板 1 0 全体の露光処理 を実施 で きる構成 で

あ ってもよい。各 々の露光マスク 4 0 は、 図 1 に側面形状 を示 したマスク保

持部 5 3 によって保持 されている。 マスク保持部 5 3 は、露光マスク 4 0 の

周縁部 に係合する枠状 の形状 を有 し、光源 3 0 か ら露光マスク 4 0 を経 由 し

て基板 1 0 に照射 され る露光光 L の光路 の妨 げとな らないように、設 け られ

ている。

[001 9] 図 2 中に示す両矢印によ り、露光マスク 4 0 の移動方向 D R 2 が示 され る

。 この両矢印はまた、基板 1 0 に対する露光マスク 4 0 の相対移動の方向を

示す。 ステージ 2 0 上 に搭載 された基板 1 0 と、 マスク保持部 5 3 に取 り付

け られた露光マスク 4 0 と、 の少な くともいずれか一方が図中左右方向に移

動することによ り、基板 1 0 と露光マスク 4 0 とは両矢印の方向に相対移動

する。

[0020] 複数 の露光マスク 4 0 は、基板 1 0 と露光マスク 4 0 との相対移動の方向

に対 して直交する方向に、二列 に並べ られている。複数 の露光マスク 4 0 は

、基板 1 0 の全面 を露光で きるように配置 されている。基板 1 0 と露光マス

ク 4 0 との相対移動方向に対 し直交する方向に隣接 する二つのマスクは、異

なる列 に配置 されている。 これ ら二つの露光マスク 4 0 を経 由 して基板 1 0

に照射 され る露光光 L の照射領域 は、照射領域 同士が隙間な く丁度隣接 して

もよ く、照射領域 が一部重な ってもよい。

[0021 ] 図 3 は、基板 1 0 の露光処理 に用い られ る露光マスク 4 0 の概 略構成 を示

す模式図である。 図 3 に示すように、一枚 の露光マスク 4 0 には、複数 の露

光パ ター ン4 1 ， 4 2 ， 4 3 ， 4 4 が描画 されている。露光パ ター ン4 1 ，

4 2 , 4 3 ， 4 4 は、露光光 L を透過する性質 を有 する。 4 つの露光パ ター

ン4 1 ， 4 2 ， 4 3 ， 4 4 の うち、処理対象の基板 1 0 の露光処理 のため に

適 したいずれかの露光パ ター ンを選択 し、 その選択 された露光パ ター ンを経



由して露光光 L を基板 1 0 に照射することにより、基板 1 0 の露光処理が行

なわれる。一枚の露光マスク4 0 に描画される露光パターンの数は、限定さ

れるものではなく任意の数であってもよい。

[0022] 基板 1 0 が液晶パネル用の基板である場合、たとえば、ある露光マスク4

0 において、露光パターン4 1 を4 5 型 T F T (Th i n Fi L Trans i stor)

基板用のパターン、露光パターン4 2 を4 5 型C F (Co lor Fi Lter) 基板用

のパターン、露光パターン4 3 を 7 5 型 T F T 基板用のパターン、露光バタ

—ン4 4 を 7 5 型C F 基板用のパターンとして形成することができる。つま

り、複数の露光パターン4 1，4 2 ，4 3 ，4 4 には、互いに異なる描画パ

ターンが形成されている。複数の露光パターン4 1，4 2 ，4 3 ，4 4 のう

ち一部には、同一の描画/ 《ターンが形成されていてもよい。

[0023] 4 つの露光パターン4 1，4 2 ，4 3 ，4 4 は、露光マスク4 0 の縁部 4

5 により取り囲まれている。露光マスク4 0 の移動方向D R 2 に隣接するそ

れぞれの露光パターン4 1，4 2 ，4 3 ，4 4 の間に、遮蔽領域 4 6 ，4 7

，4 8 が介在 している。遮蔽領域 4 6 ，4 7 ，4 8 は、たとえばクロムなど

の露光光 L を透過 しない材料により形成されており、露光光 L を遮蔽する。

遮蔽領域 4 6 は、露光パターン4 1，4 2 の間に介在 し、露光パターン4 1

と露光パターン4 2 とを互いに隔てる。遮蔽領域 4 7 は、露光パターン4 2

，4 3 の間に介在 し、露光パターン4 2 と露光パターン4 3 とを互いに隔て

る。遮蔽領域 4 7 は、露光パターン4 3 ，4 4 の間に介在 し、露光パターン

4 3 と露光パターン4 4 とを互いに隔てる。

[0024] 複数の露光パターン4 1，4 2 ，4 3 ，4 4 は、図 3 中に両矢印で示す露

光マスク4 0 の移動方向D R にのみ並べられており、移動方向D R に交

差する方向には並べられていない。露光パターン4 1，4 2 ，4 3 ，4 4 を

切 り替えるために露光マスク4 0 を移動させるときには、露光マスク4 0 は

、移動方向D R 2 への平行移動のみを必要とする。複数の露光パターン4 1

，4 2 ，4 3 ，4 4 の各々は、露光マスク4 0 の移動方向D R 2 に直交する

図中上下方向に延びる直線状に形成されている。そのため、露光パターン4



1，4 2 ，4 3 ，4 4 を隔てる遮蔽領域 4 6 ，4 7 ，4 8 もまた、露光マス

ク4 0 の移動方向D R 2 に直交する図中上下方向に延びる直線状に形成され

ている。露光パターン4 1，4 2 ，4 3 ，4 4 の各々に描画された描画パタ

—ンは、図 3 に示すように、露光マスク4 0 の移動方向D R 2 と平行な直線

状のパターンであることが望ましい。

[0025] 図 4 〜図 9 は、実施の形態 1 の露光パターン4 1，4 2 の切 り替え状況を

示す模式図である。以下の図では、図 1 に示す露光装置 1 の構成のうち、基

板 1 0 および露光マスク4 0 が図示されるが、簡単のために、基板 1 0 を移

動させるためのステージ 2 0 、露光マスク4 0 を移動させるためのマスク駆

動部 5 0 、および光源 3 0 などは、図示を省略されている。基板 1 0 表面の

異なるパターンが露光されるべき照射領域 1 6 ， 8 を最適に露光するため

の、上述 した構成を備える露光装置 1 を用いた露光パターン4 1，4 2 の切

り替え動作について、以下の図4 〜図 9 を参照 して説明する。

[0026] 本実施の形態では、基板 1 0 は異なる基板 1 1， 1 2 を含み、基板 1 1 に

第一の照射領域 1 6 が設けられ、基板 1 2 に第二の照射領域 1 8 が設けられ

ている。基板 1 1 は、基板 1 0 の移動方向D R の前方側に配置された基板

であり、基板 1 2 は、基板 1 0 の移動方向D R 1 の後方側に配置された基板

である。そのため、第二の照射領域 1 8 は、第一の照射領域 1 6 に対 して、

露光時に基板 1 1， 1 2 が移動する移動方向D R 1 の後方側に設けられてい

る。露光マスク4 0 は、第一パターンとしての露光パターン4 と、第一パ

ターンと異なる第二パターンとしての露光パターン4 2 とを含む。露光バタ

—ン4 2 は、露光パターン4 1 に対 し、露光処理中の基板 1 1， 1 2 の移動

方向D R の後方側に設けられている。

[0027] まず、露光準備として、マスク保持部 5 3 に露光マスク4 0 を保持させ、

保持された露光マスク4 0 の位置を調整 した後に、使用する露光パターン4

1，4 2 が露光マスク4 0 のどの位置に形成されているのかを把握する。な

お、後述する露光パターン4 1，4 2 の切 り替えの際に、予め取得 した露光

パターン4 2 の設定位置と実際の露光パターン4 2 の位置とを合わせるよう



に露光マスク4 0 を移動することで、露光パターン4 2 の位置精度が向上さ

れている。

[0028] 図 4 では、ステージ 2 0 により基板 1 1 ， 1 2 を移動方向 D R 1 に移動 し

なが ら、基板 1 1 の表面に設けられた第一の照射領域 1 6 に対 し、露光バタ

—ン4 を介 して露光光 L が照射されている。 このとき露光マスク4 0 は停

止 している。露光マスク4 0 と基板 1 1 とを、基板 1 1 の移動速度 を相対速

度 と して相対的に移動させなが ら、露光マスク4 0 を経由 して露光光 L を基

板 1 1 に照射する。 これにより、露光マスク4 0 に形成 された一つの露光パ

ターン4 1 が基板 1 1 の第一の照射領域 1 6 に転写され、基板 1 1 は走査露

光される。

[0029] 図 4 の状態か ら基板 1 1 が移動を続 けることにより、露光光 L が第一の照

射領域 1 6 の全てに露光された、図 5 に示す状態になる。基板 1 1 の移動方

向 D R 1 における第一の照射領域 1 6 の後端側 に露光光 L が到達 したことに

より、第一の照射領域 1 6 の露光処理が終 了 した状態 となる。基板 1 0 の位

置を直接検出、 または基板 1 0 を移動させるステージ 2 0 の状態を検出する

ことにより、露光光 L が第一の照射領域 1 6 の後端 に到達 したことを確認 し

、第一の照射領域 1 6 の露光が完了 したと判断される。

[0030] 基板 1 1 の表面の、第一の照射領域 1 6 を外れる領域 には、露光処理 を行

なう必要がないため、露光光 L を照射する必要はない。そのため、第一の照

射領域 1 6 の後端側 にまで露光光 L が到達 し第一の照射領域 1 6 の露光処理

が完了すると、光源 3 0 は、露光光 L の照射を停止 してもよい。

[0031 ] さ らに基板 1 1 が移動すると、光源 3 0 で発生 した光が露光パターン4 1

を経由 して基板 1 0 に照射され得 る露光可能領域 L 0 が第一の照射領域 1 6

か ら完全に外れた、図 6 に示す状態になる。光源 3 0 は、 このタイミングで

露光光 L の照射を停止 してもよい。露光可能領域 L 0 が第一の照射領域 1 6

か ら抜 けると、露光パターン4 か ら露光パターン4 2 への切 り替えが開始

される。第一の照射領域 1 6 の露光処理が終 了次第、露光マスク4 0 は、基

板 1 0 の移動方向 D R と同 じ方向である、移動方向 D R 2 に移動する。



[0032] 露光パターン4 から露光パターン4 2 への切 り替えのための露光マスク

4 0 の移動中、基板 1 0 も流れを止められずに移動を継続 している。露光マ

スク4 0 は、露光可能領域 L 0 が第二の照射領域 1 8 に重なるよりも前に、

露光パターン4 から露光パターン4 2 への切 り替えを完了する。露光可能

領域 L 0 が第二の照射領域 1 8 に重なるまで基板 1 2 が移動 したとき、露光

パターン4 1，4 2 の切 り替えが既に完了しており、第二の照射領域 1 8 の

露光処理が可能な状態にあるので、基板 1 2 を一旦停止させ露光パターン4

1，4 2 の切 り替えを待つ必要はない。 したがって、生産効率が向上されて

いる。

[0033] 露光パターン4 1，4 2 の切 り替えのために露光マスク4 0 を所定座標に

向かって移動方向D R 2 に移動させるとともに、基板 1 1， 2 の移動を継

続する。この移動により、図 7 に示す露光可能領域 L Oが露光パターン4 1

から露光パターン4 2 へ移 り変わる途中の状態から、図 8 に示す露光可能領

域 L 0 が露光パターン4 2 の位置へと切 り替えられた状態へと変化する。露

光可能領域 L 0 が露光パターン4 2 に重なると、露光マスク4 0 は停止する

[0034] その後、基板 1 0 がさらに移動を継続することで、露光可能領域 L Oが第

二の照射領域 1 8 に重なった図 9 に示す状態になる。この状態で、基板 1 2

の移動を継続 しながら、光源 3 0 が露光光 L の照射を再開することにより、

第二の照射領域 1 8 の露光処理が開始される。第二の照射領域 1 8 の露光処

理は、露光パターン4 から露光パターン4 2 への切 り替えが終了した後に

、開始される。

[0035] 図 8 に示す、露光パターン4 2 を介 しての露光光 L の照射が可能になった

状態で、露光可能領域 L 0 は第二の照射領域 1 8 にまだ到達 していない。第

二の照射領域 1 8 の露光処理が可能な状態にまで基板 1 2 を移動させるより

も早 く、露光パターン4 1，4 2 の切 り替えが完了している。 したがって、

露光パターン4 ，4 2 の切 り替えのための時間を別に確保する必要はなく

、露光処理に要する時間を短縮できるので、生産効率を向上することができ



る。

[0036] (実施の形態 2 )

図 1 0 〜図 1 5 は、実施の形態 2 の露光パターン4 1，4 2 の切り替え状

況を示す模式図である。実施の形態 1 では、基板 1 1 に第一の照射領域 1 6

が設けられ、基板 1 1 と異なる別の基板 1 2 に第二の照射領域 1 8 が設けら

れていたが、実施の形態 2 では、一枚の基板 1 0 に第一の照射領域 1 6 と第

二の照射領域 1 8 との両方が設けられている。実施の形態 2 は、たとえば基

板 1 0 が液晶パネル用のガラス基板である場合であって、一枚のガラス基板

から複数の異なる機種の液晶パネルが形成される場合に対応する例である。

[0037] 図 1 0 ~ 1 4 は、実施の形態 1 で説明した図4 ~ 7 ， 9 に対応する図であ

る。図 1 0 ~ 1 4 に示すように、実施の形態 1 と同様に、基板 1 0 の移動中

に露光パターン4 ，4 2 の切り替えが行なわれる。露光可能領域 L 0 が第

—の照射領域 1 6 を抜けた後第二の照射領域 1 8 に重なるまでの時間内に、

露光パターン4 1，4 2 の切り替えが完了しており、実施の形態 1 と同様に

露光処理に要する時間が短縮されている。

[0038] 図 1 5 には、第二の照射領域 1 8 の露光処理を終えた後の、露光パターン

を元に戻すための露光マスク4 0 の移動が示されている。基板 1 0 の露光処

理が完了し、露光可能領域 L Oが第二の照射領域 1 8 を外れると、露光マス

ク4 0 は図 1 5 に示す移動方向D R 2 へ移動する。これにより、露光可能領

域 L 0 が露光パターン4 2 から露光パターン4 1へと戻り、次の基板の露光

処理の準備が行なわれる。

[0039] (実施の形態 3 )

図 1 6 〜図 2 0 は、実施の形態 3 の露光パターン4 1，4 2 の切り替え状

況を示す模式図である。実施の形態 1， 2 では、第一の照射領域 1 6 の露光

処理の完了後に露光マスク4 0 を切り替え、露光パターン4 から露光バタ

—ン4 2 への切り替え完了後に第二の照射領域 1 8 の露光処理が開始された

。これに対 し実施の形態 3 では、基板 1 0 および露光マスク4 0 を共に移動

させた状態で、第二の照射領域 1 8 の露光処理が開始される。つまり実施の



形態 3 では、露光パターン4 1 か ら露光パターン4 2 への切 り替え中に、第

二の照射領域 1 8 の露光が開始されている。

[0040] 実施の形態 2 と同様 に、一枚の基板 1 0 に第一の照射領域 1 6 と第二の照

射領域 1 8 との両方が設けられている。図 1 6 では、基板 1 0 を移動方向 D

に移動させなが ら、基板 1 1 の表面の照射領域 1 6 に対 し、露光パター

ン4 を介 して露光光 L が照射されている。 このとき露光マスク4 0 は停止

している。 これにより、露光マスク4 0 に形成 された一つの露光パターン4

が基板 1 0 の第一の照射領域 1 6 に転写され、基板 1 0 は走査露光される

[0041 ] 図 1 6 の状態か ら基板 1 0 が移動を続 けることにより、露光光 L が第一の

照射領域 1 6 の全てに露光された、図 1 7 に示す状態になる。基板 1 0 の移

動方向 D R 1 における第一の照射領域 1 6 の後端側 に露光光 L が到達 したこ

とにより、第一の照射領域 1 6 の露光処理が完了 した状態 となる。 このタイ

ミングで、基板 1 0 の移動を継続 しなが ら、露光マスク4 0 の移動方向 D R

2 への移動が開始され、露光パターン4 か ら露光パターン4 2 への切 り替

えが開始される。

[0042] 露光パターン4 1 ， 4 2 の切 り替えのために露光マスク4 0 を移動方向 D

R 2 に移動させるとともに、基板 1 0 の移動を継続することで、図 1 8 に示

す、露光光 L が露光パターン4 と露光パターン4 2 との両方を透過 して基

板 1 0 に照射される状態 となる。露光光 L が露光パターン4 2 を介 して第二

の照射領域 1 8 に照射されることにより、第二の照射領域 1 8 の露光処理が

開始される。 このとき、露光マスク4 0 を移動 しなが ら、基板 1 0 の第二の

照射領域 1 8 への露光処理が実施 されている。

[0043] 光源 3 0 で発生する露光光 L の全てが露光パターン4 2 を介 して基板 1 0

に照射される位置にまで露光マスク4 0 が到達すると、露光マスク4 0 は停

止する。その後、基板 1 0 がさらに移動を継続することで、第二の照射領域

8 の走査露光が継続 され、図 1 9 に示す状態になる。図 1 9 に示す状態か

ら、引き続 き、基板 1 0 の移動が継続 され、第二の照射領域 1 8 の走査露光



が行なわれる。

[0044] 図 2 0 には、第二の照射領域 1 8 の露光処理を終えた後の、露光パターン

を元に戻すための露光マスク4 0 の移動が示されている。基板 1 0 の露光処

理が完了し、露光可能領域 L Oが第二の照射領域 1 8 を外れると、露光マス

ク4 0 は図 2 0 に示す移動方向D R 2 へ移動する。これにより、露光可能領

域 L 0 が露光パターン4 2 から露光パターン4 1へと戻り、次の基板の露光

処理の準備が行なわれる。

[0045] 実施の形態 3 の露光装置によると、第一の照射領域 1 6 の露光終了後、露

光パターン4 1，4 2 の切 り替え完了を待つことなく、露光パターン4 1，

4 の切 り替えの途中に次なる第二の照射領域 1 8 の露光が開始される。そ

のため、露光処理に要する時間をより短縮できるので、生産効率をさらに向

上することができる。加えて、露光パターン4 1，4 2 の両方を介 して露光

光 L を基板 1 0 に照射することを許容することにより、第一の照射領域 1 6

と第二の照射領域 1 8 との間隔を小さくできるので、一枚の基板 1 0 のうち

露光処理に使用されない領域を低減 し、基板 1 0 の利用効率を向上すること

ができる。

[0046] 以上のように本発明の実施の形態について説明を行なったが、今回開示さ

れた実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え

られるべきである。この発明の範囲は上記 した説明ではなくて請求の範囲に

よって示され、請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が

含まれることが意図される。

符号の説明
[0047] 露光装置、 1 0 ， 1 1， 1 2 基板、 1 6 第一の照射領域、 1 8

第二の照射領域、 2 0 ステージ、 3 0 光源、 4 0 露光マスク、 4 1，

4 2 ，4 3 ，4 4 露光パターン、 4 6 ，4 7 ，4 8 遮蔽領域、 5 0 マ

スク駆動部、 5 1 本体部、 5 2 駆動軸、 5 3 マスク保持部、 8 0 制

御部、 D R 1 基板の移動方向、 D R 2 露光マスクの移動方向、 L 露光

光、 L 0 露光可能領域。



請求の範囲

[ 請求項 1] 平板形状の基板 と、

前記基板 を搭載 し、前記基板 を前記基板の面方向に移動 させるステ

ージと、

前記基板 に照射 される露光光 を発生する光源 と、

前記露光光 を透過する露光 / 《ター ンが複数形成 され、前記露光 / 《タ

ー ンを介 して前記基板 に前記露光光 を照射する露光マスクと、

前記露光マスクを前記基板 に並行 に移動 させるマスク駆動部 と、 を

備 え、

前記基板 は、第一の照射領域 と、前記第一の照射領域 に対 し露光時

に前記基板が移動する方向の後方側 に設 け られた第二の照射領域 とを

有 し、

前記露光パ ター ンは、第一パ ター ンと、前記第一パ ター ンと異なる

第二パ ター ンとを含み、

前記ステージによ り前記基板 を移動 しなが ら前記第一パ ター ンを介

して前記第一の照射領域 を露光 し、前記第一の照射領域の露光終 了後

、前記基板の移動 を継続 しなが ら前記露光マスクを移動 して前記第一

パ ター ンか ら前記第二パ ター ンへの切 り替えを行ない、前記基板の移

動 を継続 しなが ら前記第二パ ター ンを介 して前記第二の照射領域 を露

光する、露光装置。

[ 請求項 2 ] 前記第一パ ター ンか ら前記第二パ ター ンへの切 り替え中に前記第二

の照射領域の露光 を開始する、請求項 1 に記載の露光装置。

[ 請求項 3 ] 前記第一パ ター ンか ら前記第二パ ター ンへの切 り替え終 了後 に前記

第二の照射領域の露光 を開始する、請求項 1 に記載の露光装置。

[ 請求項 4 ] 請求項 1 か ら請求項 3 のいずれかに記載の露光装置 に用い られる露

光マスクであ って、

前記露光パ タ一ンは、前記露光マスクの移動方向に複数並べ られて

いる、露光マスク。



[ 請求項 5] 前記第二パ ター ンは、前記第一パ ター ンに対 し、前記基板の露光処

理 中の移動方向の後方側 に設 け られている、請求項 4 に記載の露光マ

スク。

[ 請求項 6] 前記露光パ ター ンは、前記露光マスクの移動方向に直交する方向に

延びるように形成 されてお り、

前記第一パ ター ンと前記第二パ ター ンとの間には、前記露光光 を遮

蔽する遮蔽領域が、前記露光マスクの移動方向に直交する方向に延び

るように形成 されている、請求項 4 または請求項 5 に記載の露光マス

ク。
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